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(54) Title: MONOLITHIC INTEGRATED SEMICONDUCTOR STRUCTURE
(54) Bezeichnung : MONOLITHISCHE INTEGRIERTE HALBLEITERSTRUKTUR

(57) Abstract: The invention relates to a monolithic integrated semiconductor structure containing the following layer structure: A)
a substrate layer based on doped or undoped Si; B) optionally a layer having the composition B xAlyGa,N;P,, wherein x=0-0.1, y=0-1,
7z=0-1, t=0-0.1, and v=0.9-1; C) a relaxation layer having the composition ByAl,Ga,In,P.Sby, wherein x=0-0.1, y=0-1, z=0-1, u=0-1,
v=0-1, and w=0-1, wherein w and/or u on the side facing layer A) or B) are/is less than, equal to or greater than on the side facing
away from layer A) or B), and wherein v=1-w and/or y=1-u-x-z; D) optionally a layer for blocking misfit dislocations having the
composition ByAl,Ga,In,P.SbyN;, wherein x=0-0.1, y=0-1, z=0-1, u=0-1, v=0-1, w=0-1 and t=0-0.1; E) optionally a layer for the
hetero offset having the composition B,Al;Ga In,P.SbN:As,, wherein x=0-0.1, y=0-1, z=0-1, u=0-1, v=0-1, w=0-1, t=0-0.1 and r=0-
1; and F) an arbitrary, preferably group III/V, semiconductor material, or a combination of several difterent arbitrary semiconductor
materials, wherein the above stoichiometric indices for all group III elements always result in 1 in sum, and wherein the above
stoichiometric indices for all group V elements likewise always result in 1 in sum.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine monolithische integrierte Halbleiterstruktur enthaltend den folgenden
Schichtaufbau: A) eine Trégerschicht auf Basis dotiertem oder undotiertem Si, B) optional einer Schicht mit der Zusammensetzung
B.Al,Ga, NP, wobei x=0-0,1, y=0-1, z=0-1, t=0-0,1 und v=0,9-1, C) einer Relaxationsschicht mit der Zusammensetzung
B:AlLGa,In.P.,Sby, wobei x=0-0,1, y=0-1, z=0-1, u=0-1, v=0-1 und w=0-1, wobei w und/oder u auf der der Schicht A) oder B)
zugewandten Seite kleiner, gleich, oder gréfier als auf der der Schicht A) oder B) abgewandten Seite ist, und wobei v=1-w und/oder
y=1-u-x-z, D) optional einer Schicht zur Blockierung von Fehlversetzungen mit der Zusammensetzung B Al,Ga,In.P.SbN;, wobei
x=0-0,1, y=0-1, z=0-1, u=0-1, v=0-1, w=0-1 und t=0-0,1, E) optional einer Schicht zum Hetero-offset mit der Zusammensetzung
B:AlLGa,In.P,SbN:As; wobei x=0-0,1, y=0-1, z=0-1, u=0-1, v=0-1, w=0-1, t=0-0,1 und r=0-1, und F) ein beliebiges, vorzugsweise
Gruppe III/V, Halbleitermaterial, oder eine Kombination von mehreren verschiedenen beliebigen Halbleitermaterialien, wobei die
vorstehenden stéchiometrischen Indizes fiir alle Gruppe III Elemente in der Summe stets 1 ergeben und wobei die vorstehenden
stdchiometrischen Indizes fiir alle Gruppe V Elemente in der Summe ebenfalls stets 1 ergeben.



